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【はじめに】 有機トランジスタは、作製プロセスの大面積化によるコストダウンやフレキシブルデバイスへの応用など、

将来のエレクトロニクスを支える重要な材料である。しかし一方で、有機半導体内のトラップや欠陥などの影響により、

トランジスタの電気的特性が劣化することが懸念される。これらは周波数依存性を持つと考えられ、DC 測定のみでは見

出すことが困難である。有機トランジスタの周波数特性を評価した先行研究として、ネットワークアナライザを用いて S

パラメータを測定する方法が示されているが[1]、信号のほとんどがデバイスで反射しており(S12, S21がともに－40dB以

下)信頼できる測定とは言い難い。そこで本研究では、異なる周波数の正弦波を入力とし、オシロスコープで I－V 特性を

評価するという新しい方法を提案する。今回、この方法を用いて OTFTの周波数依存性に適用したので報告する。 

【実験】 入力した正弦波は、ファンクションジェネレータにより発生させた純粋な正弦波であり、図 1 は測定系の概略

図を示す。電流測定用のシャント抵抗は OTFTの内部インピーダンスが高いことを考慮し、ソースとグランド間に設置し

た。使用した OTFT は、ボトムゲート・ボトムコンタクト型で、チャネル長は20 μm である。ペンタセンは真空蒸着し、

膜厚は 60nm、ゲート絶縁膜は SiO2で厚さ 300nmである。測定は全て室温大気中で行った。 

【結果】 図 2は本評価法によって測定した OTFTの Ids-Vds特性結果を示す。入力正弦波の周波数は 10 Hz , 1 kHz ,10 

kHz , 100 kHzと変化させた。各周波数帯で Ids－Vds特性にヒステリシスが見られている。なお、本 OTFTは DC測定

では特段のヒステリシス特性は見られていなかった。図 3から、10 Hzから 1kHz間でヒステリシスが一度減少し、1 kHz

から 10 kHz , 10 kHzから 100 kHzとヒステリシスが増加していることが分かる。1kHz以上の結果にはソース・ドレイ

ン間、ソース・ゲート間容量が関与しているため、さらなる解析が必要と考えられる。一方、10 Hzから 1 kHz間のヒス

テリシス減少は、この容量では説明し難く、この周波数帯で応答するトラップ等が関与しているものと考えられる。この

ように周波数に隠れたトラップの効果を見出していくことが、実用化を踏まえた今後の重要な課題と考えられる。 

【まとめ】 本研究では、OTFT 測定に純粋な正弦波入力を用い、さらに電流測定用シャント抵抗をソース・グランド間

に設けた新たな測定系によって、OTFT 特性の周波数依存性を評価した。その結果、1kHz 以下のヒステリシス特性にト

ラップ等が関与する可能性の高い周波数依存性が見られた。 
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図 1 OTFT交流測定系の概略図 
図 2 Ids-Vds特性の周波数依存性 
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